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Thema: Bestimmung der p*-Dotierung zur Pixelisolation von n'p
Siliziumsensoren

Aufgabenstellung:

Siliziumdioden werden als Detektoren fiir Teilchen und Rontgenstrahlen in Forschung,
Medizin und technischen Anwendungen eingesetzt. Anwendungsbeispiele sind die
Teilchenphysik und die Forschung mit Rontgenstrahlen an modernen Beschleunigern.
Dioden sind auch Grundbausteine der Mikroelektronik.

Fiir die nachste Ausbaustufe des Siliziumspurdetektors des CMS-Experiments am CERN-
LHC werden Siliziumstreifendetektoren mit n*-dotierten Auslesepixeln auf p-dotierten
Siliziumkristallen entwickelt. Um einen Kurzschluss zwischen den Pixeln zu vermeiden, ist
eine p'-Dotierung notwendig, die entweder groRflichig (p-spray) oder als Streifen (p-
stop) realisiert wird. Ziel der Arbeit ist es, mit Hilfe verschiedener Teststrukturen (MOS-
Kapazititen und MOSFETs) durch C-V- (Kapazitits—Spannungs-) Messungen die p’-
Dotierungsdichten zu bestimmen. Die Ergebnisse sollen mit bereits durchgefiihrten
Messungen, die die ,,Spreading Resistor” Methode verwendet haben, zu vergleichen. Die
Messungen werden an einem Spitzenmessplatz durchgefiihrt, und fiir die Analyse wird
im Rahmen der BCS-Arbeit ein Programm entwickelt.

Die Arbeit vermittelt detaillierte Kenntnisse iiber Halbleiterphysik, Halbleiterbau-
elemente, Teilchendetektoren und Messtechnik. AuBerdem wird sich der Studierende
mit neusten Entwicklungen auf dem Gebiet von Teilchendetektoren fiir die
Teilchenphysik, die Forschung an modernen Rontgenstrahlungsquellen und der Medizin,
die am Detektorlabor des Instituts fiir Experimentalphysik im Rahmen internationaler
Kollaborationen durchgefiihrt werden, vertraut machen kénnen.
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